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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月16日(2017.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機電子デバイスのための改質電極を調製するための方法であって、ここで前記改質電
極は：
　（ｉ）Ｍ（ｔｆｄ）３（式中、ＭはＭｏ、ＣｒまたはＷである）および少なくとも１つ
の溶媒を含む溶液を、前記電極の少なくとも１つの表面の少なくとも一部に堆積させる工
程；および
　（ｉｉ）前記溶媒の少なくとも一部を除去して、前記電極上に前記表面改質層を形成す
る工程
　を含む、方法。
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【請求項２】
　前記表面改質層が有機半導体を含まない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記表面改質層が、ＭがＭｏであるＭ（ｔｆｄ）３からなる、請求項１または２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記電極が、Ａｕ、ＡｇまたはＣｕを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項５】
　（ｉ）請求項１から４のいずれか一項に記載の方法によって少なくとも１つの改質電極
を調製する工程；および
　（ｉｉ）前記改質電極の表面に少なくとも１つの有機半導体を含む有機半導体性層を堆
積させる工程
　を含む有機電子デバイスを調製するための方法。
【請求項６】
　前記デバイスが薄膜トランジスタである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記有機半導体性層が、ポリマー性半導体および少なくとも１つの非ポリマー性半導体
を含む、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記非ポリマー性半導体が、式（Ｉ）を有する、請求項７に記載の方法：

【化１】

　式中、Ａは、フェニル基またはチオフェン基であり、前記フェニル基またはチオフェン
基は、非置換または式Ｘ１の少なくとも１つの基で置換できるフェニル基またはチオフェ
ン基と縮合してもよく、および／またはフェニル基、チオフェン基およびベンゾチオフェ
ン基から選択される基で縮合してもよく、前記フェニル、チオフェンおよびベンゾチオフ
ェン基のいずれかは、非置換または式Ｘ１の少なくとも１つの基で置換され；
　各基Ｘ１は、同一または異なっていてもよく、（ｉ）１～２０個の炭素原子を有する非
置換または置換の直鎖、分岐または環状アルキル基、１～１２個の炭素原子を有するアル
コキシ基、非置換であってもよくまたは１～８個の炭素原子を有する１もしくは２つのア
ルキル基で置換されてもよいアミノ基（そのそれぞれは同一または異なっていてもよい）
、アミド基、シリル基、および２～１２個の炭素原子を有するアルケニル基、または（ｉ
ｉ）ハロゲン、ボロン酸、ジボロン酸ならびにボロン酸およびジボロン酸のエステル、２
～１２個の炭素原子を有するアルケニル基およびスタンニル基からなる群から選択される
重合性または反応性基からなる群から選択される、
　方法。
【請求項９】
　前記ポリマー性半導体が式（ＩＩ）の繰り返しユニット：
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【化２】

　式中、Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、それぞれは水素、１～１６個の炭素原
子を有するアルキル基、５～１４個の炭素原子を有するアリール基、および１～３個の硫
黄原子、酸素原子、窒素原子および／またはセレニウム原子を含有する５～７員のヘテロ
アリール基からなる群から選択され、前記アリール基またはヘテロアリール基は、非置換
であるか、または１～１６個の炭素原子を有するアルキル基および１～１６個の炭素原子
を有するアルコキシ基から選択される１つ以上の置換基で置換される；
　および式（ＩＩＩ）の繰り返しユニット：
【化３】

式中、Ａｒ１およびＡｒ２は、同一または異なって、それぞれは５～１４個の炭素原子を
有するアリール基、および１～３個の硫黄原子、酸素原子および／または窒素原子を含有
する５～７員のヘテロアリール基から選択され、前記アリール基またはヘテロアリール基
は、非置換であるか、または１～１６個の炭素原子を有するアルキル基および１～１６個
の炭素原子を有するアルコキシ基から選択される１つ以上の置換基で置換され；
　Ｒ３は、１～８個の炭素原子を有するアルキル基、または非置換であってもよくもしく
は１～８個の炭素原子を有するアルキル基で置換されてもよいフェニル基であり、ｎは１
以上の整数である
　を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ポリマー性半導体が、Ｆ８－ＴＦＢ［９，９’－ジオクチルフルオレン－ｃｏ－Ｎ
－（４－ブチルフェニル）－ジフェニルアミン］ｎであり、ここでｎは１００を超える、
請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項５から１０のいずれか一項に記載の方法によって得ることができる有機電子デバ
イス。
【請求項１２】
　それらの間にチャンネル領域を規定するソースおよびドレイン電極；前記ソースおよび
ドレイン電極の少なくとも１つの表面の少なくとも一部と接触したＭ（ｔｆｄ）３（式中
、ＭはＭｏ、ＣｒまたはＷである）を含む表面改質層；前記表面改質層と接触し、前記チ
ャンネル領域にわたって延びる半導体性層；ゲート電極；および前記有機半導体性層と前
記ゲート電極との間のゲート誘電体を含む有機薄膜トランジスタ。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の有機薄膜トランジスタであって；
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　ｉ）基板；
　ｉｉ）前記基板上に堆積され、それらの間に位置するチャンネル領域を有するソースお
よびドレイン電極であって、前記電極のそれぞれの少なくとも１つの表面の少なくとも一
部がＭ（ｔｆｄ）３（式中、ＭはＭｏ、ＷまたはＣｒである）を含む表面改質層で改質さ
れている電極；
　ｉｉｉ）前記ソースおよびドレイン電極の少なくとも一部にわたって、前記チャンネル
領域中に堆積される半導体性層；
　ｉｖ）前記半導体性層にわたって堆積されるゲート誘電体；および
　ｖ）前記ゲート誘電体上に堆積されるゲート電極
　を含む、有機薄膜トランジスタ。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の有機薄膜トランジスタであって：
　ｉ）基板、
　ｉｉ）前記基板上に堆積されるゲート電極；
　ｉｉｉ）前記ゲート電極にわたって堆積されたゲート誘電体；
　ｉｖ）前記ゲート誘電体上に堆積され、それらの間にチャンネル領域を有するソースお
よびドレイン電極であって、前記電極のそれぞれの少なくとも１つの表面の少なくとも一
部がＭ（ｔｆｄ）３（式中、ＭはＭｏ、ＣｒまたはＷである）を含む表面改質層で改質さ
れている電極；
　ｖ）前記ソースおよびドレイン電極の少なくとも一部にわたって、前記チャンネル領域
中に堆積される半導体性層
　を含む、有機薄膜トランジスタ。
【請求項１５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の方法によって得ることができる改質電極。
【請求項１６】
　少なくとも１つの表面の少なくとも一部と接触した表面改質層を含む改質電極であって
、ここで前記表面改質層は、Ｍ（ｔｆｄ）３（式中、ＭはＭｏ、ＣｒまたはＷである）を
含む、電極。
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